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Resolucio (compacta):

la. V,=2V,—V,, onde V,=(1+2Z/Z)V; emque Z =2k/(1+s400p) e  Z,=22k/(l+s2200p)
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2a. V, =220/2/29-0,7=10V T=1/f=20ms 7= 1k . 100p = 100 ms

v,=4+6e"" mas como T<<rt V,-V, 24+6(1-T/7)=88V

Visto doutra maneira (ver figura):
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2b. Temos ip=ict(vs—4)/ 1k e se vy =10 cos 1007 ¢ vem ir=C = =-0,17r sen 1007 ¢

que ¢ maxima parat =-At em que 9 =10 cos 100m At donde 1007 At = arc cos 0,9

logo icmax = 137 mA. Finalmente, como (vq—4)/ 1k vale 5 mA quando ic ¢ maxima, resulta:

IDmax = 142 mA.
2c. rZ:ﬂEHQ e Vi=4—-11x10m=3,89 V

(10-1)m

Quando R; € minimo, /; ¢ maximo e I; ¢ minimo. Na pior das hipdteses (v, =9 V) deve ser ;> 1 mA. Entio:
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Visto doutra maneira: - Como quando Iz =1 € V;= V= 3,9 V, entdo a condi¢do pode exprimir-se como V;>3,9V,
i.e., a corrente em lk deve ser < 5,1 mA e, portanto, a corrente na carga < 4,1 mA. Entdo, R; > (3,9/4,1m) =951 Q.




3a. VGSZ =0 = ID2 =1mA

Presumivelmente, quer /3;, quer a corrente em 2M, sdo << 1 mA, entdo Ip; = 1 mA.

Como Ip;=1.(Vosi—1)*  vem Vesi =2V
Entdo, a tensdo em 1M ¢ 2+220x Im=2,22V e em 2M sera o dobro, 4,44 V.
Vei=-6+222=-378V Vpr=Vpy="Vp;=-3,78 +4,44=0,66 V
Ves=0,66-0,7=0V = I3 =6/5k6 =1,06 mA
Trivialmente: Vs;=-578V V=V =6V e Ves=6V
Verificacao: Vopr =-4,44V <V, = T, saturado

Vop2=5,34V >V, = T, saturado

Veps =5,34V>-04V = T; activo

Ip3=10,6 pA << 1 mA como admitido
Ly =222 pA << 1 mA idem.
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3d. T, passaa ser um FC com resisténcia de fonte, logo |A1| diminui. Entdo a resisténcia de Miller aumenta e, portanto,
R; aumenta.

3e. Nogao de efeito de corpo: ver livro. Se o circuito em analise for de componentes discretos, nada impede de ligar o
substrato a fonte, em cada transistor, ndo havendo, assim, efeito de corpo. Se for um circuito integrado, o substrato
de T, devera ser ligado a +6 V, logo Vs, = 0, pelo que ndo ha efeito de corpo. Contudo, como o substrato de T,
devera ser ligado a —6 V, resulta Vsp; = 0,22 V. Desta forma, T tera efeito de corpo, embora reduzido devido ao
pequeno valor de V.
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